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 ScAlMgO4（以下、SAM）は、GaN との格子ミスマッチが 1.8%で、In組成が 17%の InGaN と

は完全に格子整合する[1]。このため窒化物半導体成長用基板として注目を集めている。近年、無転

位の SAM結晶成長も可能となったことが報告され[2,3]、SAM基板上に窒化物半導体薄膜を成長す

る技術が求められる。SAM 基板上に MOCVD 法や HVPE 法を用いて成長する場合、これらの成

長方法での成長雰囲気下では、SAM基板表面からMg が脱離し、表面にピットができるという報

告がある[4]。我々は超高真空下で低温での結晶成長が可能な RF-MBE 法を用いて窒化物半導体を

成長する際に SAM基板から Mgが脱離しないことを明らかにし、RF-MBE法を用いた SAM基板

上への InGaN 成長を行った結果を報告した[5]。しかし、立方晶と六方晶の混在や成長条件が N-rich

条件であったこと、組成揺らぎが課題として挙げられたため、より厳密な成長条件の制御が求め

られる。本報告では RF-MBE 法を用いて、SAM 基板上に高品質かつ In 組成が 17%に近い InGaN

薄膜を成長することを目的とて、In と Ga のフラックス量比を固定し、トータルのフラックス量

を変化させて InGaN成長を行った結果について報告する。 

今回は c面で 10 mm角の SAM基板上に In+Ga+N*の同時供給法を用いて InGaN成長を行った。

結晶成長中は窒素流量、RF パワー、成長温度、Inと Gaのフラックス量比をそれぞれ 2.0 sccm、

110 W、600℃、2:3で固定し、Inと Gaの合計のフラックス量を 4.0×10-7 Torr、4.5×10-7 Torrと変

化させた。成長した InGaN 膜の混晶組成を逆格子

空間マッピングにより評価した。 

Fig. 1 にトータルフラックス量が 4.5×10-7 Torr

で成長した膜厚約 30nm の InGaN の逆格子マッピ

ングの結果を示す。SAM(1 1̅ 0 28)のピークと

InGaN(1 1̅ 0 5)のピークの Qxの値が近く、a軸方向

で格子整合に近い結晶を得られていることがわか

った。またこの InGaN(1 1̅ 0 5)のピークから求めた

In 組成は 14.3%であった。講演ではこの他の評価

結果とさらなる成長条件の検討、そして InN の

結晶成長手法であるDERI法[6]を応用して InGaN

を成長した結果について報告する。 
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Fig.1 Reciprocal space map around (1 -1 0 28) of 

SAM and (1 -1 0 5) of InGaN 
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